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酸化物透明導電膜材料の一つであるスズ添加酸化インジウム（ITO）は、ワイドバンドギャップ
n型縮退半導体である。ITO は、格子定数が 1.01 nmの立方晶ビックスバイト構造を有し、立方晶
のイットリア安定化ジルコニア（YSZ; 格子定数: 0.51 nm）基板上にヘテロエピタキシャル成長す
ることが知られている 1-5)。多結晶 ITO 薄膜において、熱輸送のキャリアとしてフォノンと自由電
子の両方の影響を含んでいることを明らかにしたが 6)、結晶方位依存性については十分に明らか
にされていない。そこで、本研究ではスパッタ法により多結晶およびヘテロエピタキシャル ITO

薄膜を作製し、熱伝導率の結晶方位依存性を調べた。 

ITO 薄膜は、光学研磨された単結晶 YSZ(100)、YSZ(111) および合成石英ガラス基板上に DC マ
グネトロンスパッタ法で作製した。ターゲットには ITO 焼結体（10wt%SnO2）を、スパッタリン
グガスには Ar を用い、全圧は 0.7 Pa とした。θ/2θ 測定および極点図測定による結晶構造解析を
行った。電気特性 (比抵抗、ホール移動度、キャリア密度) はホール効果測定を行い、光学特性は
分光光度計によって測定した。Fig. 1 に示すように、YSZ(100)基板に成膜した ITO 薄膜は(100)方
向にヘテロエピタキシャル成長したことを確認した。同様に YSZ(111)基板上では ITO薄膜は(111)

方向にヘテロエピタキシャル成長し、合成石英ガラス基板上では多結晶であったことを確認した。
Fig. 2に、パルス光加熱サーモリフレクタンス法により測定した多結晶膜およびエピタキシャル膜
（YSZ(100)基板）の信号を示す。これらの熱伝導率の結果や電気特性等の諸特性との相関につい
ては当日報告する。 
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Fig. 1. (a) X-ray diffraction patterns for the epitaxial ITO film 

grown on YSZ(100) and (b) pole figure of (222) diffraction 

of the same film. 

 

Fig. 2. Thermoreflectance signals as a function of delay time 

for ITO film grown on a glass substrate and a single 

crystalline YSZ(100).   
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